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【はじめに】近年 SiC MOS 反転層におけるホール効果移動度(μHall)を用いた電子散乱機構の検討が行わ

れている。一般に、反転層移動度はフォノン散乱移動度(μphonon)、クーロン散乱移動度(μCoulomb)、およ

び界面ラフネス散乱移動度(μSR)により制限されることが知られている[1]が、SiC MOS 反転層では

μCoulombが低いため、他の散乱機構の影響が実験的に明らかになっていない。従来は、解析式および

TCAD モデルへのフィッティングにより電子散乱機構が評価されてきた。本研究では、p型アクセプ

タ濃度(NA)を従来よりも低減し、クーロン散乱の影響を抑制することで、フォノン散乱移動度を明確

化することを試み、SiC MOS 反転層における電子散乱機構を実験的に評価したので報告する。 

【研究内容】n型 Si 面 4H-SiC 基板の p型エピタキシャル層上

にホールバー付き平面 MOSFET を作製した。ゲート酸化膜は

熱酸化および NO雰囲気中の窒化処理にて形成し、酸化膜厚

みはおよそ 50 nmである。NAが 3×1014 cm-3から 4×1017 cm-3

の範囲で異なる素子を作製し、ホール効果測定を実施した。

図 1に示すように、μHallを実効電界(Eeff)に対しプロットした

際、従来[2]よりも NAを低減することでクーロン散乱の影響を

低減した結果、NAが 6.6×1014 cm-3以下では同一直線上にプロ

ットされることが判明した。これは、実験的に μphononが評価

されたことを示唆する。マティーセン則に基づき、定式化さ

れた μphononの影響を除くことで、クーロン散乱と界面ラフネ

ス散乱ごとの移動度評価が可能となる。図 2に示すように、

μCoulombは表面キャリア密度(NS)の累乗に比例し増加する[3]こ

とから、低 NS領域にて μCoulombの評価が可能であり、高 NS領

域で期待される μCoulombとの差分に基づき、μSRが決定できる。 

【結論】NAを低減しクーロン散乱の影響を抑制し、μphononを 

明確化することで、SiC MOS 反転層における電子散乱機構を実験的に評価することが可能である。
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図 1 Eeffに対する μHallの NA依存性 

 

図 2 NSに対する μCoulombと μSRの評価 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)20p-D103-7 

© 2018年 応用物理学会 13-275 15.6

mailto:Noguchi.Munetaka@dh.MitsubishiElectric.co.jp

